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１．概要（Summary） 

グラフェンには、格子ひずみによってベクトルポテンシ

ャルが生じるという特異な性質がある。特に、格子ひずみ

が周期的に分布する場合には、バンドギャップやフラット

バンドが生じることが予測されている。本研究では、このよ

うな周期的な格子ひずみに着目し、周期ひずみ誘起のバ

ンド構造変調を電気伝導測定によって観測することを目

的とする。 

周期ひずみ構造は、シリコン基板に電子線レジスト

HSQ のラインアンドスペース構造を形成し、その後、そ

のレジスト構造上にグラフェンを転写することによって実

現する。本年度までの研究で、周期ひずみの周期をグラ

フェンの平均自由工程(SiO2 上のグラフェンではおよそ 

100 nm 程度)よりも小さくすることが必要であることがわ

かっている。そこで、ラインアンドスペース構造の微細化

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

125 kV 電子ビーム描画装置 

【実験方法】 

125 kV 電子ビーム描画装置を利用して、Si/SiO2 基

板（SiO2 300 nm）上に周期 40 nm と周期 60 nm の

ラインアンドスペース構造を形成した。レジスト種類・スピ

ンコート条件、描画条件、現像条件は下記のとおりである。 

[レジスト・スピンコート条件] 

電子線レジスト： XR1541-002 

スピンコート： 6000 rpm, 60 sec 

ベーキング： 180℃, 2 分 

[描画条件] 

電流量： 1 nA 

Field: 500 m2, 500000 dot 

電子線照射量： 2000 ~ 10000 C/cm2 

[現像条件] 

TMAH 25 %, 30 秒 

純水 30 秒 

N2 ブロー 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現像後の試料を走査型電子顕微鏡で観察したところ、

電子線照射量 4500 C/cm2 で描画した構造において、

ラインアンドスペース構造が形成されていた。(Fig. 1) 今

後はこの構造上にグラフェンを転写し、電気伝導測定を行

う。 

 

Figure 1: SEM images of line and space structures. 

(a) 0 degree, 60 nm period (b) 0 degree, 40 nm period 

(c) 30 degree, 60 nm period (d) 30 degree, 40 nm 
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